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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме сбережения энергоресурсов, поэтому вновь возрастает интерес к материалам, обладающим термоэлектрическими свойствами. CoSi является высокотемпературным термоэлектрическим материалом n-типа проводимости с высоким фактором мощности 35 μW/(K2 cm). Диаграмма состоянии CoSi имеет широкую область гомогенности, в которой стехиометрия меняется в пределах CoSi0,96 –CoSi1,02. Соответственно, при разных условиях синтеза элементный состав материала может меняться, что сильно влияет на его транспортные свойства. В данной работе были исследованы кристаллы CoSi0.69, и CoSi1.26, полученные методом прямого сплавления. 

Морфологию, микроструктуру, химический и фазовый состав образцов исследовали на микроскопе FEI Quanta 200 3D при ускоряющем напряжении от 5 до 30 кВ в режимах вторичных и обратно рассеянных электронов [1]. Для установления фазового состава и ориентационного анализа образцов использовалась приставка регистрации дифракции обратно рассеянных электронов EDAX EBSD DigiView. Обработка и интерпретация экспериментальных данных реализована в программной среде MATLAB с помощью пакета MTEX.  


Установлено, что обе серии образцов являются двухфазными с различной микроструктурой вторичных фаз. Образцы с номинальным составом CoSi0.69 представляют собой матричный кристалл Co2Si с включениями CoSi. Образцы с номинальным составом CoSi1.26 представляют собой матричный кристалл CoSi с включениями CoSi2. На основе данных ориентации матричного кристалла и влючений проведен текстурный анализ и определены ориентационные соотношения.
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